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(57) Abstract: The invention 
relates to a method for producing 
a microelectromechanical system 
2 (MEMS) which comprises a sensor 

and CMOS technology-based 
electronics for processing 
the sensor signal, both being 
monolithically integrated in said 
- system. To fulfil the pre-requi sites 

for producing the electronic 
part (4) of the sensor (5) and 
the signal processing electronics 
using CMOS technology, 
a semiconductor wafer (2) 

containing a depression is bonded to a wafer with an epitaxial layer by means of said layer (3) using high-temperature fusion 
bonding, to form a double wafer and material is subsequently removed from one face of the double wafer. The latter is then polished 
until the epitaxial layer is exposed, thus creating a membrane (3a). 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines mikroelektromechanischen Systems (Microelectromechani- 
cal System: MEMS) beschrieben, das monolithisch integriert den Sensor mit der sensorsignalverarbeitenden Elektronik auf CMOS- 
Technologie-Basis enthalt. Durch Verbinden einer Vertiefungen besitzenden Halbleiterscheibe (2) mit einer eine Epitaxieschicht 
tragenden Scheibe iiber die Epitaxieschicht (3) mittels Hochtemperatur-Fusionsbonden zu einer Doppelscheibe und anschliessenden 
einseitigen Abtrag der Doppelscheibe mit nachfolgender Politur bis zur Freilegung der Epitaxieschicht bei gleichzeitiger Schaffung 
einer Membran (3a), werden die Voraussetzungen geschaffen, um den elektronischen Teil (4) des Sensors (5) und die signalverar- 
beitende Elektronik mit CMOS-Technologieverfahren zu realisieren. 
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